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NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect*-Geh&use

2N3705, 2N37
Fiir folgende Anwendungen: 2N3704, 2N3705, 2N3706

Verstérker mittlerer Leistung

NF-Endstufen (B-Betrieb)

HiFi-Treiber

Empfohlen als Komplementéar-Transistor zu 2N3702, 2N3703
Vorteile :

hohes fr: typ. 300 MHz
niedrige Ucesy: typ. 0,2 V bei 100 mA
hohes leimax): 800 mA

Mechanische Daten

Malle in mm = “Silect in line"

04¥

Eﬂ,? min ——=d51 20, k-

1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollekior

—- E_I;:NL—

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lat-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Absolute Grenzwerta®**

2MN3T04

2M3TOE  2ZM3T06
Kollektor-Basis-Spannung B0 Y a0V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 30V a0V
Emitter-Basis-Spannung 5V 5V
Kollektorstrom BOO mA  B0O mA
Daver-Verlustleistung bei (oder darunter) Ty = 25 °C (Bem. 2) 360 mW 360 mW
Lagerungs-Temperaturbereich —55*C bis +150°C
Temperatur der Anschlisse 1,6 mm vom Gehéuse (10 5 Dauer) 260°C 260°C

Bemerkungen:

1. Dies gllt fir offene Basis.
2. Lineare Reduzierung bis Ty = 150 °C mit 2,88 mW/*C.

** JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C
Parameter Prifbedingungen 2N3TO4 2N3T05 2M3T06 Einh.
min max min max min max

Umryceo Kollektor-Basis- lg=100pA, Ig=0 50 50 40 v
Durchbruchspannung

Uericeo  Hollektor-Emitter- lg=10mA, Ig=10 a0 a0 20 Y
Durchbruchspannung (Bam, 3)

Umgyeno Emitter-Basis- Ig = 100 wA, lg=10 B B 5 L)
Durchbruchspannung

leno Kollektor-Basis Upp=20V, Ig=10 100 100 100  nA
Reststrom

lgno Emitter-Basis-Reststrom Uge =3V, lg=10 100 100 100 nA

hre Gleichstromverstarkung Uer =2V, lo= B0 mA 100 300 50 180 30 600

(Bem. 3)
Ungr Basis-Emitterspannung Ucg =2V, Ig= 100 mA 05 10 05 10 o5 10 VW
(Bem. 3)

UgcEst Kollektor-Emitter- Ip=5ma, Ig=100mA 0,5 0.8 10 V
Restspannung (Bam. 3)

iz Transit-Frequenz Ueg =2V, lo=50mA 100 100 100 MHz

Cob Leerlauf- Ucg =10V, Ig=0, 12 12 12 pF
Ausgangskapazitat f=1MHz

Bemerkung:

3. ImpulsmiBig gemessen: Impulsbreite < 300 ps, Tastverhdlinis < 234,
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Ausgangshennlinien Ig = H{Ucg): IB = Parameter; (Emitterschaltung)
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Eingangskennlinie Ig = f{Upe); Uee = 5V, (Emitterschaltung)
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Stromverstirkung hpe = f{lc); Uce = 2 V; (Emitterschaltung )
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I
Sittigungsspannung Unegay = flc) l_:, = 10; Ty = Parameter; (Emitterschaltung)
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Sittigungsspannung Uoegay = f(lc) E = 10; Ty = Parameter; (Emitterschaltung)
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Transitfrequenz; fx = flg)

Ugg = Parameter; Ty = 25°C

Temperaturabhingigkeit der zuldssigen Gesamtverlustieistung;

Prot = f(Tu)
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